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摘要(译)

提供一种液晶显示装置，其中可以在包括其中使用氧化物半导体的薄膜
晶体管的像素中增加孔径比。在液晶显示装置中，薄膜晶体管包括栅电
极，栅极绝缘层和氧化物半导体层，它们设置成与栅电极重叠，以及源
电极和漏电极，它们与栅电极重叠。氧化物半导体层设置在设置在像素
部分中的信号线和像素电极之间。薄膜晶体管的截止电流为1×10 -13 A
或更小。只有液晶电容器才能保持电位，而没有与液晶元件平行的电容
器，并且在像素部分中没有形成连接到像素电极的电容器。
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